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ELEKTRONIK LABORATUVARI-II

Deney 1: Transistorlii Yiikseltegler

1 Amag

1. Ortak emetorli yikseltecin konfiglirasyonunu ve g¢alisma prensibini anlamak.

2. Ortak emetorli ylkseltecin karakteristiklerini 6lgmek.

2 On Hazirlik Sorulari

1. Sekil 1-11'deki sabit ongerilimli devrede Vo = 12V, Ry = 47kQ, Rs = 3.3kQ, Vg = 0.6V ve
B =100 olsun. Vo = Ve /2 = 6V olmasi igin gereken I, Iz degerlerini ve VR4 potansiyometresinin
degerini hesaplayiniz (Rg = R; + VR4 aliniz).

2. Soru 1’de ayarlanan devreye f§ = 200 olan bir transistor takilirsa I ve Vg nasil degisir? Q ¢alisma
noktasi hangi bélgeye kayar? Bu sonug, sabit 6ngerilim devresinin hangi dezavantajini gésterir?

3. Emetor direngli dngerilim devresinde (R ile) I akimi neden biiylk 6lgiide f’dan bagimsizdir? Bu du-
rumun gegerli olmasi i¢in hangi kosul saglanmalidir?

4. Ortak emetorli yukseltecin giris ve cikis sinyalleri arasindaki faz farki ka¢ derecedir ve bunun nedeni
nedir? Calisma noktasi yik dogrusunun ortasinda degilse ¢ikis dalga seklinin hangi tepeleri kirpilabilir?
Kesim ve doyum durumlarini ayri ayri agiklayiniz.

5. $ekil 1-10’daki devrede hs, = 100, h;, = 1.5kQ, Rc = 3kQ, R, = 1.5k ve Ry = 2 kQ olsun. Emetor
baypas kondansatéri Cz devreden gikarilirsa gerilim kazanci yaklasik kag olur? Baypas kondansatorlii
durumdaki kazangla (—66.7) karsilastiriniz.

3 Temel Kavramlar

Sekil 1-1(a)'da gosterilen temel ortak emetérli (CE) ylkselteg devresinde, giris ve gikis sinyalleri ortak eme-
torl paylasmaktadir. Baska bir ifadeyle emetor, genellikle toprak (GND) olarak adlandirilan, ortak nokta ola-
rak kullanilir. Aslinda burada emetor, devrede ortak bir ug olarak kullanilmaktadir ve bu durum elektrik dev-
relerindeki toprak kavramindan farklidir. Gergek devrede, Vg ve Vic'nin bir arada kullaniimasi ekonomik
ve kullanigh degildir. Bu yiizden genellikle Ig ve I igin tek bir V.. glg kaynagi kullanilir. Tipik bir devre Se-
kil 1-1(b)'de gosterilmistir.

Ortak emetorli yikselteg icin 6ngerilim diizenlemeleri:

1. Sabit 6ngerilim devresi

2. B’dan bagimsiz DC éngerilim devresi (kendinden éngerilimli).

Devrenin kararhligini artirmak icin, yukaridaki dngerilim devreleri yerine emetor direncli sabit 6ngerilim dev-
resi ve kollektor geribeslemeli 6ngerilim devresi kullanilir. Sik kullanilan 6éngerilim diizenlemeleri igin temel
prensipler asagida ifade edilmistir.
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Sekil 1-1. Ortak emetorlu ylkselteg.
(a) iki glig kaynag (solda)
(b) Tek gii¢ kaynagi (sagda)

3.1 Sabit Ongerilim Devresi

1. DC yiik dogrusunun bulunmasi (DC 6ngerilim)

Sekil 1-1(b)’deki devre ele alinirsa, Vo = 10V, R = 1kQ, Rg = 100 kQ ve B = 50 degerleri igin:

Vee —Vge  10V—-0.6V 94V
Ry  100kQ =~ 100kQ

Io = Bl = 50 x 100 uA = 5000 uA = 5mA
VCE=VCC_IcRC:10V_5mAx1k.Q.=5V

Iz =

= 100 pA

Bu denklemler, Sekil 1-2’de gosterildigi gibi, ¢ikis karakteristik egrisinde ifade edilebilir. A ve B noktalarini
baglayan dogru, DC ylk dogrusu olarak adlandirilir.
Ic(mA)

aov Saturation

1K
10mA 250uA
150uA
250uA
— 100uA

75uA — the load line for Rc = 1K

5V 10V VCcE

Sekil 1-2. DC yiik dogrusu.

Transistor doyumdayken, I¢sary = Vec/Re = 10 mA ve Vg = 0 olur (A noktasi). Transistor kesimdeyken,
Ic = 0ve Ve = 10V = V., olur (B noktasi). Bu devrenin Q ¢alisma noktasi, I = 5mA, Vo = 5V
noktasidir. Transistor bu sekilde aktif bélgede ¢calismaktadir.

2. AC giris sinyali ile calisma

a. DC yuk dogrusundan, Vy’'nun (V) maksimum degerinin V.- ve minimum degerinin 0 V oldugu goriil-
mektedir. Diger bir ifadeyle, Vy'nun degisimi AV, giris sinyalindeki degisimden bagimsiz olarak, 0 V ile V¢
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arasindadir.

b. Sekil 1-1(b)'de gosterildigi gibi, R, = 1kQ, Rg = 100kQ, 8 = 50, Iz = 50 uA degerleri igin, baz ucuna
bir AC akim uygulanmaktadir. Sekil 1-2’de gosterildigi gibi, DC yiik dogrusu ¢izildikten sonra, Q noktasinin I
akim degeri 100 pA olarak bulunmaktadir. Béylece giris akiminin degisim araligi 50 pA ile 150 pA arasinda
olmaktadir.

Iz =50puAicin: I = XIg =50X50uA =2.5mA
Ve =Vee —Ic X R =10V —-25mAX 1kQ =75V

Ig =150 uAigin: I =B X Iz =50 X 150 uA = 7.5mA
VCE =VCC—IC><RC =10V—75mAX1kQd =25V

3. DC 6ngerilimin yiikselteg devresine etkisi (Q noktasinin yiikseltmeye etkisi)

Transistor devresinin DC 6ngerilim devresi, transistorin ylkseltme sinifina (A, B, AB ve C) gbre tasarlanir. Her
yukseltme sinifi icin Q ¢alisma noktasi konumlari Sekil 1-3’te gosterilmistir.

= Ic saturation
& Jk/

Vi Yro
Re 05

A

A AB
AB
B
cC B » VeE ¢ » YCE

cutoff —m«4— —ml4 saturation '\
region . region

active

region cutoff

Veom

cut-in voltage

Sekil 1-3. Yukseltme siniflarina gére Q ¢aligma noktasi konumlari.
(a) Giris karakteristik egrisi (solda)
(b) Cikis karakteristik egrisi (sagda)

Bunun yaninda,

¢ A Sinifi: Calisma noktasi, karakteristik egrinin dogrusal kisminin ortasindadir.
e B Sinifi: Calisma noktasi, Vg = 0 oldugu kesim noktasindadir.
e C Sinifi: Calisma noktasi, kesim noktasinin asagisinda, Vgg’nin negatif oldugu bolgededir.

e AB Sinifi: Calisma noktasi, A ve B Sinifi calisma noktalari arasinda yer alir.

Calisma noktasinin konumu, maksimum ¢ikis gerilimini belirler. Calisma noktasi, Sekil 1-4’te gosterildigi gibi,
Iy giris sinyalinin blyiklUigiine uygun olarak belirlenir. Sekil 1-4’e gore:

a) Daha buyik giris sinyaline sahip devreler igin ¢alisma noktasi, Sekil 1-4(a)’da gosterildigi gibi, yiik dogru-
sunun orta noktasinda (Vo5 = V¢ /2) olacak sekilde tasarlanir.

b) Daha kiiglik giris sinyaline sahip devreler icin calisma noktasi, orta noktanin yukarisinda (Sekil 1-4(b)) ya
da asagisinda (Sekil 1-4(c)) olacak sekilde tasarlanabilir.

c) Calisma noktasi yiik dogrusunun ortasinda olacak sekilde tasarlanmazsa, bilyuk giris sinyali durumunda,

Deney 1: Transistorlu Yukseltegler 3/17



KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITESI
Of Teknoloji Fakiltesi

Elektronik ve Haberlesme Muihendisligi

OFTF

Sekil 1-5(a) ve (b)'de gosterildigi gibi, ¢ikis dalga seklinde bozulma ortaya ¢ikar ve isaretin tepe noktalari
kirpilir.

d) Calisma noktasi yiik dogrusunun ortasinda olacak sekilde tasarlansa bile, giris sinyalinin ¢ok bilyiik olmasi
durumunda, Sekil 1-6'da gosterildigi gibi, hem pozitif hem de negatif tepelerde kirpilma ortaya cikar. Bu
bozulmayi ortadan kaldirmanin tek yolu, Sekil 1-6’da gosterildigi gibi V-'yi artirmaktir.

Ic saturation

cutoff

p VCE

Vce

The maximum Vop=1/2Vcc

(a) Mimkun olan en buyuk Vo

Ic  saturation

Vce Ic saturation
RL

lck——9Q

Cutoff
/

»\VVCE
Vcc

Maximum Vop=IcRL
Maximum Vop=Vce

(b) (c)

Sekil 1-4. Calisma noktasi, maksimum c¢ikis gerilimini belirler.

4. Sabit ongerilim devresinin dezavantajlari

Sabit dngerilim devresinin (V¢g, I) calisma noktasi, § degerine baghdir (I = X Ig, Veg = Ve — Ic X Re).
Farkh transistor kullanilmasi durumunda S degeri degisir (ayni Uretici tarafindan Gretilen, ayni kod numara-
sina sahip transistorlerin bile 5 degeri farkli olabilir). Bu durumda g¢alisma noktasinin konumu da degisir ve
devrenin galisma durumu baslangi¢ tasarimiyla uyumlu olmaz. Ayrica, ¢ikis dalga sekli bozulur ve siikunet
akiminin artmasi transistériin yanmasina sebep olabilir.
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Base currentis varied
above and below Q point

I Base current is varied lc yd
\ above and below Q point |
| g }
7\ I / | .
ﬁ \ . // \/ b
— IB ‘
\ / 0( i ae: lc=Vee i IB=\/CE
RL ]
lc=0 K \]
Vce=Vcc g //l\\
During cutoff, ) During saturation /
lc=0 Vce=Vce sat=0V

Vce=Vcc
Collector potential

Sekil 1-5. Uygun olmayan g¢alisma noktasinin neden oldugu bozulma.
(a) Kesimin neden oldugu bozulma (solda)
(b) Doyumun neden oldugu bozulma (sagda)

lc Base currentis varied
i .~ above and below Q point
‘-\
\ ] 4
) —
\ / / IB
=V CE
oL — |
——

Sekil 1-6. Asiri giris geriliminin neden oldugu bozulma.

3.2 B Degerinden Bagimsiz Ongerilim Devresi

Bu devrenin tasariminin tamamlanmasiyla, calisma noktasi sabitlenmis demektir ve 8 degerinin degismesi
bu ¢alisma noktasinin kaymasina neden olmaz. Bu devre, otomatik olarak ¢alisma noktasina kilitlenen karak-
teristiklere sahip oldugu icin “kendinden dngerilimli devre” olarak adlandirilir.

Ornek: Sekil 1-7'de gdsterilen devre igin I ve Vg'yi bulalim.
Coziim: Sekil 1-7'deki devrenin esdegeri Sekil 1-8’de gosterilmistir.

Thevenin teoreminden yararlanarak:

Vo = Ve x — B2 _ 1oy % 10k0 =21V

BE = TCC T Rpy + Rgy 47kQ+10kQ 7
Rgi X Rp,  47kQ x 10kQ

RBB = RBl " RBZ = = == 82 kQ

Rgi+Rpy 47kQ+ 10kQ

Sekil 1-8'den:
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. oVee 12V
ATKZ Re Re 4.7K
£=100
10K Re: Re 1K

Sekil 1-7. Kendinden 6ngerilimli ortak emetorli yikselteg devresi.

Ve

Sekil 1-8. Sekil 1-7’deki devrenin esdeger devresi.

VBB =IBXRBB+VBE+IEXRE
= IB X RBB + VBE + IB(l +ﬁ)RE
=1Ip (Rgp + (1 + BIRE) + Vpg

Vep — V. 2.1—06
BE _BE = 0.0138 mA

T Rps+ (L+p)R;  82kQ+ (1+100)1kQ
I =B X1z =1z =100 x 0.0138mA = 1.38 mA
Veg = Voo — Ic(Re + Rp) = 12V — 1.38 mA (4.7kQ + 1kQ) = 12V — 7.9V = 4.1V

Kullanilan yaklasiklik degerlendirilirse:

Ves — 0.6V 21V —0.6V

le=Ve/Re = =10 = " 1ra

= 1.5mA

Ic =1y =1.5mA
Veg = 12V — 1.5mA (4.7kQ + 1kQ) = 3.45V

B degeri gozénlne alinmadiginda, I = 1.5 mA yaklasimi kullanilabilir. § degeri g6zoniine alindiginda ise
I = 1.38 mA olmaktadir (B R biliyidikee yukaridaki iki ¢6ziim birbirine daha fazla yaklasir). Bu nedenle bu
devre, § degerinden bagimsiz 6ngerilim devresi olarak adlandirilir. Farkli transistor kullaniimasi durumunda
devrenin ¢alisma noktasi degismeyecektir.
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3.3 Kollektor Geribeslemeli Ongerilim Devresi

Kollektor geribeslemeli 6ngerilim devresi Sekil 1-9’da gosterilmistir. Asagida bu devre analiz edilmistir.

Sekil 1-9. Kollektor geribeslemeli dngerilim devresi.

Kirchhoff’un gerilim yasasindan yararlanarak:

VCC:(IC+IB)XRC+IBXRB+VBE
VCC=(B+1)IB XRC+IBXRB+VBE
= Vee — Ve

P (1+BRc+Rp

Eger § > 1ve Vee » Vpgise:

I = Vee
= —C
BRc + Rg
Ic = PBlg
Veg =Vee — (g + Ip)Re = Vee — Ic X Re

OFTF

Ornek: Sekil 1-9'da goésterildigi gibi, Vo = 12V, R, = 10kQ, Ry = 500kQ, B = 50 igin I ve Vg'yi

bulunuz.
Cozim:
L 12V _ v
BT 50x10kQ+500ka  1ma M
Veg =Vee —Ie X Re =12V —0.6mAX 10kQ = 12V — 6V = 6V
L =100 igin:

Lo 12v 12V o 12v
BT BR.+Rp ~ 10kQ x 100 +500kQ ~ 1.5MQ
Ic = %XIg =8uAx100=0.8mA

Veg =Vee —Ic X Re =12V — 0.8 mA X 10kQ = 4V

8 uUA
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e $=50i¢in: I =0.6mA, Ve =6V
e B =100igin: I = 0.8mA, Ve =4V

Acikca gorildigi gibi, farkh 5 degerleri igin calisma noktalarinin konumu farkli olmaktadir. Kollektor geribes-
lemeli devre, sabit dngerilimli devreye nazaran ¢ok daha kararldir. § = 50 i¢in Iz = 12 uA iken, § = 100
oldugunda Iz 8 pA’e diismektedir. Bu devre kendiliginden ayarlanma 6zelligi gosterdigi icin, § degerinin
degismesi I akimini 6nemli 6lglide degistirmeyecektir.

3.4 Ortak Emetorlii Yiikseltecin AC Analizi

Devre Sekil 1-10(a)’da, esdegeri ise Sekil 1-10(b)’de gosterilmistir. A;, Ay, Z; ve Z,’1 hesaplayiniz.

gRL

hie:1.5K
hfe=100
77
n - - E 1) C
Vi = S 40K hie Cv) hfeib hoe 2 3K 2 15K
Zi hre VeE
E
li Ic I2 lo
e B ﬁ c
hie .
. 3K 1.5K
Vi 2K 1.5K 100ib
40//2K=2K

Sekil 1-10. Ortak emetorli yikseltecin AC analizi.
(a) Ortak emetorli ylkselteg devresi (Ustte)
(b) AC esdeger devre (altta)

Coziim: Sekil 1-10(b)’den, A; = 1,/1;, I, = 1001}, ve hg, = I./I}, oldugundan:
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I, =1 x 2k =05711
b=k +15kQ ¢
I, =1 3kl 0.667 I
= X —— = ().
° 727 3kQ + 1.5kQ 2
Io Io 12 Ib
A =2=2x2x2=0667x100x0.571 = 38.1
L L,
V, —hR!
A,=2=—LL (R =3kl 1.5k = 1kQ)
Vi hie
_ —100(1x 10%) 667
~ 15x103 :

Z; = Rpy I hip = 2kQ || 1.5kQ = 0.86 kQ
Z, =R, = 3kQ

Ortak emetorli yikselteg su ozelliklere sahiptir:

Orta blyuklikte giris ve ¢cikis empedansi

Yiksek akim, gerilim ve gli¢ kazanci

1.
2.
3. Girig sinyali ile 180° faz farkina sahip ¢ikis sinyali
4,

En sik kullanilan ylikselteg tiird

4 Gerekli EkKipmanlar

OFTF

e KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Dlizenegi
e KL-25003 Transistorli Yikselte¢ Devre Moduli

e Osiloskop

e Multimetre

5 Deneyin Yapilisi

5.1 Sabit Ongerilim Devresi

1. KL-25003 modiiliinii, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Dlizenegi’nin lizerine koyunuz ve a blo-
gunun konumunu belirleyiniz.

2. Sekil 1-11'deki devre ve Sekil 1-12’deki baglanti diyagrami yardimiyla gerekli baglantilari yapiniz. Bag-
lant1 kablolarini kullanarak VR4 potansiyometresini devreye baglayiniz. KL-22001 Diizenegi’ndeki sabit
12 V DC gii¢ kaynagini, KL-25003 moddline baglayiniz.

o vk w

Iy ve I akimlarini 6lgmek igin ampermetreleri baglayiniz.
Iz = 0 A olacak sekilde VR4 (1 MQ)’U ayarlayiniz ve I akimini 6lgliniiz.

I maksimum (I¢(sqr)) olacak sekilde VR4 (1 MQ)'U ayarlayiniz ve Iz akimini lgtinuz.

I doyumdayken, Ip"yi artiracak sekilde VR4'U ayarlayiniz ve I¢(sq¢) akimindaki degisimi gozleyiniz.

Deney 1: Transistorlu Yukseltegler
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7. VRA'U, Veg = Vee/2 = 6V olacak sekilde ayarlayiniz. Iy, I, Vgg ve Vg degerlerini lglinliz ve
Tablo 1-1’e kaydediniz. § = I /Ig denklemi ile 8’yi hesaplayiniz.

8. KL-22001 Dizenegi’'nin tizerindeki fonksiyon liretecini kullanarak, IN ucuna 1 kHz'lik bir sintizoidal isaret
uygulayiniz. OUT ¢ikis ucuna osiloskop (AC baglantida) baglayiniz.

9. Osiloskop ekraninda goérintilenen cikis dalga sekli bozulmayacak sekilde, sinlizoidal sinyalin genligini
artiriniz.

10. Osiloskop kullanarak, V; giris sinyalini ve V, ¢ikis sinyalini 6l¢iinliz ve Tablo 1-2’ye kaydediniz. Giris ve

¢ikis sinyalleri arasindaki faz farkini gozleyiniz. Gerilim kazancini hesaplayiniz: Ay = V,p)/Vipp) =

11. Girig sinyalini degistirmeden VR4 (1 MQ) potansiyometresini ayarlayiniz ve ¢ikis dalga seklinde bozulma
olup olmadigini gozleyiniz.

Tablo 1-1. Sabit 6ngerilimli devrenin DC 6lgiim sonuglari.

Ig Ie B Vg Veg

Tablo 1-2. Sabit 6ngerilimli devrenin giris ve ¢ikis dalga sekilleri ile kazanci.

(Vi)

ouT
(Vo)

Faz
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12v

R DA S
| 4 b |
| L_TIT_J> |
| |
| VR1
| |
| d p |
T |
| oT_J> |
| wre [
| S5 TP1_+
~-—O——
| - :
| o o bfds |
A c24 |
| VRo 0 Oo—H—O0TP3 |
| R7
| B o o—an— |
| R2 Gy |
| |
|

i - o

Sekil 1-12. Sabit ongerilimli devre baglanti diyagrami (KL-25003 blok a).

5.2 Emetor Direngli Ongerilim Devresi

1. Sekil 1-13’teki devre ve Sekil 1-14’teki baglanti diyagrami yardimiyla gerekli baglantilari yapiniz.
Baglanti kablolarini kullanarak VR1 ve VR4 potansiyometrelerini devreye baglayiniz. KL-22001 Diize-
negi’'ndeki sabit 12 V DC gii¢ kaynagini, KL-25003 modiiliine baglayiniz.

2. Ig ve I akimlarini 6lgmek icin ampermetreleri baglayiniz.

3. VR1 (1 kQ) potansiyometresini 0 Q'a ayarlayiniz.
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Iz = 0 A olacak sekilde VR4 (1 MQ)’U ayarlayiniz. I akimini 6lgliniiz ve Tablo 1-3’e kaydediniz.

5. I¢ maksimum (I¢(sqr)) Olacak sekilde VR4 (1 MQ)'G ayarlayiniz. Iz akimini 6lgliniiz ve Tablo 1-3'e kay-

10.
11.

dediniz.

I doyumdayken, Ip'yi artiracak sekilde VR4’G ayarlayiniz ve I¢(sqr) akiminin artip artmadigini gozleyi-
niz.

VRA'G, Vo = Voc/2 = 6V olacak sekilde ayarlayiniz. Vg ve Vg degerlerini 6lglinliz ve Tablo 1-3’e
kaydediniz.

VR1 (1 kQ)’i maksimuma ayarlayiniz. KL-22001 Diizenegi’nin lizerindeki fonksiyon Uretecini kullanarak,
IN ucuna 1 kHz'lik bir sintizoidal isaret uygulayiniz. OUT g¢ikis ucuna osiloskop (AC baglantida) baglayiniz.

. Osiloskop ekraninda gorintilenen ¢ikis dalga sekli bozulmayacak sekilde, sinlizoidal sinyalin genligini

artiriniz.
Osiloskop kullanarak, V; giris sinyalini ve V,, ¢ikis sinyalini 6l¢liniiz ve Tablo 1-3’e kaydediniz.

Girig sinyalini degistirmeden VR4 (1 MQ) potansiyometresini ayarlayiniz ve ¢ikis dalga seklinde bozulma
olup olmadigini gozleyiniz.

Tablo 1-3. Emetor direngli dngerilimli devrenin 6l¢ciim sonuglari ve dalga sekilleri.

Ig = 0iken I, =
Ic = I¢(sar) iken Ip =
Ve =Vee/2 iken
Vee =
Ve =

(Vi)

ouT
(Vo)
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Sekil 1-14. Emetor direngli 6ngerilimli devre baglanti diyagrami (KL-25003 blok a).

5.3 B Degerinden Bagimsiz Ongerilim Devresi

1. Sekil 1-15teki devre ve Sekil 1-16’daki baglanti diyagrami yardimiyla gerekli baglantilari yapiniz. Bag-
lant1 kablolarini kullanarak VR2 potansiyometresini devreye baglayiniz. KL-22001 Dizenegi’ndeki sabit
12 V DC gii¢ kaynagini, KL-25003 modiiliine baglayiniz.
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2. Ig ve I akimlarini 6lgmek icin ampermetreleri baglayiniz.

3. VR2 (10 kQ)'yi, Vi = V¢ /2 = 6V olacak sekilde ayarlayiniz. Ig, I, Vg ve Vo degerlerini 6lgliniiz ve
Tablo 1-4’e kaydediniz.

4. KL-22001 Diizenegi’'nin tGzerindeki fonksiyon retecini kullanarak, IN ucuna 1 kHz’lik bir sintizoidal isaret
uygulayiniz. OUT cikis ucuna osiloskop (AC baglantida) baglayiniz.

5. Osiloskop ekraninda gorintilenen gikis dalga sekli bozulmayacak sekilde, sinlizoidal sinyalin genligini
artiriniz.

6. Osiloskop kullanarak, V; giris sinyalini ve V, ¢ikis sinyalini 6lgliniiz ve Tablo 1-4’e kaydediniz. A, =
Vo(p_p)/Vi(p_p) denklemi ile gerilim kazancini hesaplayiniz.

7. Girig sinyalini degistirmeden VR2 (10 kQ) potansiyometresini ayarlayiniz ve ¢ikis dalga seklinde bozulma
olup olmadigini gozleyiniz.

8. Sekil 1-16’daki # isaretli klipsi kaldirarak C2 (22 pF) kondansatoriini devreden gikariniz ve 3-6. adimlar-
daki islemleri tekrarlayiniz.

Tablo 1-4. B degerinden bagimsiz 6ngerilimli devrenin 6lgiim sonuglari (C2 bagli ve bagh degilken).

(o) Ve Iy Ie Ve | Vag IN ouT Ay

22 uF

Bagh
degil

Sekil 1-15. § degerinden bagimsiz 6ngerilimli ortak emetorlu ylikselteg.
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Sekil 1-16. B degerinden bagimsiz dngerilimli devre baglanti diyagrami (KL-25003 blok a).

5.4 Kollektor Geribeslemeli Ongerilim Devresi

1.

Sekil 1-17'deki devre ve Sekil 1-18’deki baglanti diyagrami yardimiyla gerekli baglantilari yapiniz. Bag-
lant1 kablolarini kullanarak VR4 potansiyometresini devreye baglayiniz. KL-22001 Dizenegi’ndeki sabit
12 V DC gii¢ kaynagini, KL-25003 modiiliine baglayiniz.

. VR4 (1 MQ)'0, V; = Vi /2 = 6V olacak sekilde ayarlayiniz.

3. Vgg gerilimini 6lgmek igin voltmetre baglayiniz.

KL-22001 Diizenegi’'nin Gzerindeki fonksiyon Gretecini kullanarak, IN ucuna 1 kHz’lik bir sintizoidal isaret
uygulayiniz. OUT ¢ikis ucuna osiloskop (AC baglantida) baglayiniz.

. Osiloskop ekraninda goriintiilenen cikis dalga sekli bozulmayacak sekilde, sinlizoidal sinyalin genligini

artiriniz.
Osiloskop kullanarak, V; giris sinyalini ve V, ¢ikis sinyalini 6l¢linliz ve Tablo 1-5’e kaydediniz.

Giris sinyalini degistirmeden VR4 (1 MQ) potansiyometresini ayarlayiniz ve ¢ikis dalga seklinde bozulma
olup olmadigini gozleyiniz.
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Tablo 1-5. Kollektor geribeslemeli dngerilimli devrenin giris ve ¢ikis dalga sekilleri.

(Vi)

ouT
(Vo)

100K R4 12V
R3
VR4
i 1M
Viocypt Vo
O
22u

Sekil 1-17. Kollektor geribeslemeli dngerilime sahip ortak emetorlii yilikselteg.
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VR2

R2

Sekil 1-18. Kollektor geribeslemeli devre baglanti diyagrami (KL-25003 blok a).

6 Deney Sonu Sorulari

1. Tablo 1-1'deki 6lgiimlerinizden § = I/l degerini hesaplayiniz. Sabit dngerilimli devrede Vi = 6V
olacak sekilde ayarlanan ¢alisma noktasini, emetoér direncli, § degerinden bagimsiz ve kollektér geri-
beslemeli devrelerde 6l¢tligiiniz calisma noktalariyla karsilastiriniz.

2. Dort devrede 6lgtigliniz gerilim kazanglarini (Ay ) ve ¢ikis dalga sekillerini karsilastiriniz. Emetor diren-
cinin (Rg) kazang ve dalga sekli Gizerindeki etkisini agiklayiniz.

3. Tablo 1-4’te C2 kondansatéri baglyken ve bagh degilken 6l¢tligiiniz gerilim kazanglarini karsilastiriniz.
Kazancin neden degistigini aciklayiniz.

4. VR4 (ya da VR2) potansiyometresini degistirdiginizde cikis dalga seklinde hangi tepelerin kirpildigini
gozlediniz? Bu gozleminizi ¢calisma noktasinin yiik dogrusu tzerindeki konumuyla (kesim ve doyum)
iliskilendirerek aciklayiniz.
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